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RESUME

L importance donnée au fonctionnement des transistors bipolaires à basse température a

grandi grâce au développement de la technologie BICMOS. Mais, le grand problème rencontré

lors de la réalisation des circuits BICMOS fonctionnant à basse température est le faible gain

obtenu. Les transistors bipolaires à hétérojonction offrent une solution à ce problème puisqu ils

permettent grâce à une technologie compatible silicium (base SiGe) d’accéder à des fréquences

defonctionnement dans la bande radiofréquences (RF).

C est dans ce cadre que s'inscrit ce travail, il s'agit alors de modéliser l’aspect électrique du

transistor bipolaire à hétérojonction à 1aide de deux outils de simulation.

Le premier est rrunxénque grâce au logiciel SIBIDIF, développé par1équipe de recherche, qui

fonctionne à la température ambiante. Donc, nous avons développé un module supplémentaire

qui permet d effectuer des simulations bidimontionnelles sur une grande plage de température.

Dans un deuxième temps, nous nous somme intéressés à développer un programme qui résout

d'une manière analytique les équations qui régissent le fonctionnement d’hétérostructures en

considérant une température variable. Une attention particulière est alors donnée à1étude des

différents composants du courant de base et des phénomènes parasites qui les gouvernent. La

finalité étant la comparaison des deux modèles.

La comparaison des résultats obtenus est très satisfaisante. Nous avons retrouvé que

l’augmentation de la température favorise l’injection des électrons de l'émetteur vers la base;

ce qui induit une injection d électrons dans le collecteur et par conséquent l'augmentation du

courant de collecteur avec la température. De plus, l’injection croissante des trous dans

l’émetteur augmente le courant de la base.

MOTS CiES: Base SiGe, Basse Température, Hétérojonction, Honiojonction,

Modélisation Electrique, Technologie BICMOS,.




